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Vorldufige technische Daten

Der Sender VQ 130 1at eine GaAs-Hochlelstungs- @2ehbuse. Der Einsats des Senders erfolgt in
emitterdiode mit Si-Fotodiode (Monitordiode) der Lichtlelternachrichtentechnik mit grofen
und Iichtwellenleiter mit Stecker. bertragungsliingen.

Ias Bauelemant befindat sich in einem Matall-
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Anide Empfinger  Aatode Sender

Masae t 20 g # des LWL-Kerns

141,/02
Standard : TGL 39700 @ des LWL-Mantels i nach TGL 55141/
x) inners Verbindung mit Linge des LWL's : 3 mm; 1mm auch zulissig.

LWL~-Steckverbinder pach Angaben des Heratellers
Befestigung auf elner Kithlfléche

Anode-Sender mtiglich




Kenndaten bei 4, = 25 °C
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Grengwerte bei & = 5 bis 25 °C
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Inderungen vorbehalten!
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Berecnnetes Verhiiltnis der mittleren
ygytnzdauer bel der Temperatur T
(25 °0) bel zuidsaiger LLRY

2

il

~

nz | 14

Tra,)
Thofd «25%)

[ I
\‘\

ne
a rd
p y
&
‘! /
z r/ I]'-'_-“""—
l
ﬂ:} n 2 10 &0 k1 &

Mittlerer normierter Punkelstrom

der Fotodiode in Aphéngigkeft von
der CehBusetemperatur
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Temperaturabhingigkelt des
Fotoetromes der Potodiode
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Temperatur der Strahlungsleistung
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Abhingigkeit des Fotostromes der

Fotodlode von der Strahlunga-
lelsgtung der IR-Emitterdicde
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Al keit der Strahlungsleistung
tterdiode vom DurehlaBstrom

der
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